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in aceastd lucrare se studiaza caracteristica curent-tensiune pentru dructurile de tip
sandwisch In-ZnSe-In. Valorile gasite pentru inaltimea barierii de potential concorda bine cu cele
gasite pentru cristalele de ZnSe. Aceasta se poate explica prin faptul ca in cadrul sistemelor
sandwich contactul dintre cristalite poate influentamai putin mecanismul conductiei el ectrice.

Introducere

Dezvoltarea optoelectronici necesita crearea unor surse semiconductoare de
lumina si fotoreceptori pentru domeniul vizibil al spectrului. Cele mai avansate
materiale in acest acest scop sunt compusii semiconductori de tip A"BY": ZnS,
ZnSe, ZnTe, CdSe si CdTe. Caracteristicele curent — tensiune ale unor sisteme de
tip sandwich metal — semiconductor — metal pot oferi informatii importante
referitoare la structura benzilor energetice si inaltimea barierii de potential de la
interfata metal-semiconductor.

Lucrarea respectiva isi propune scopul de a prezenta unele rezultate privind
caracteristicele curent-tensiune pentru structurile de tip In—ZnSe—In.

M etodica experimentalia

Pentru studiul caracteristicelor curent-
tensiune s-a folosit un dispozitiv cu doua
sonde care contacteza celulele de tip
sandwich [7].

Pentru confectionarea celulelor
sandwich s-a folosit metoda evaporarii
termice in vid, utilizind instalatia UVN — 70A
— 1. La inceput, pe suportul de sticla, s-a
depus primul electrod de In, peste care s-a

electrod  strat de electrod

superior  ZnSe inferior  d€pus stratul subtire de ZnSe, iar peste acesta
X / 7 —celalalt electrod metalic de In (Fig. 1).

% 2 3 Anterior depunerii, pentru indepartarea

o }%\_‘ impurittilor, suporturile se introduceau in

amestec cromic unde se mentineau un timp
indelungat (peste 24h). Dupa aceea, se

Fig. 1. Celula detip sandwich
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scoteau si se clateau cu apa distilata de citeva ori. Pentru indepartarea urmelor de
saruri, suporturile se clateau apoi si in alcool etilic (98%) si se puneau la uscat.

Ridicarea caracteristicelor curent — tensiune s-a facut cu autorul unui
electrometru tip KEYTHLEY 6517A.

Rezultate experimentale

In figura 2 este prezentata caracteristica curent-tensiune pentru sistemul de
tip In — ZnSe — In. Analizand aspectul acesteia putem distinge doua portiuni
distincte:

- prima portiune, care este caracterizatd printr-o dependenta liniarda a
intensitatii curentului in functie de tensiunea aplicata si care respecta legea lui
Oohm;

- a doua portiune, care prezinta o crestere aproape exponentiala a intensitatii
curentului cu tensiunea aplicata.
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Fig.2. Caracterigtica curent-tensiune pentru structura detip In-ZnSe-In

Mecanismul de conductie electrica limitat de sarcina spatiala este
caracteristic straturilor subtiri obtinute din materiale cu banda interzisa larga. in
acest tip de mecanism conductivitatea electrica depinde de dimensiunile
esantionului. Astfel, daca d este distanta dintre electrozii plan paraleli, intre care se
gaseste esantionul, densitatea de curent este data de legea patratica Mott-Gurney
[1-6]:
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unde m este mobilitatea purtatorilor de sarcina, ey este permitivitatea electrica a
vidulului, e este permitivitatea relativa a semiconductorului, Nc este densitatea de
stari din banda de conductie, N; este concentratia capcanelor a caror nivel energetic
este situat in banda interzisa la energia E; fata de marginea inferioara a benzii de
conductie, iar U este tensiunea aplicata.

Impuritatile, dislocatiile, precum si alte tipuri de defecte structurale dintr-un
esantion pot constitui capcane pentru purtitorii de sarcind din semiconductor. in
cazul cand capcanele nu sunt monoenergetice ci prezinta o distributie energetica
exponentiala in banda interzisa de forma
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densitatea de curent va fi data de relatia[3, 4]
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unde L = TJ/T, T; fiind o temperatura caracteristica care poate fi determinata
experimental [3, 4].

In cazul in care mecanismul de conductie este de tip Richardson-Schottky,
densitatea de curent se exprima prinrelatia[1, 2]
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iar F o este inaltimea barierii de potential de la interfata metal-semiconductor si me
— masa efectiva a purtatorilor de sarcina.
Logaritmam expresia (4) si obtinem
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Pentru esantioanele cercetate de noi caracterlstlcele curent-tensiune au fost
reprezentate in coordonate Schottky (InJ, UY?) si ele s-au dovedit a fi liniare. Prin
extrapolarea portiunii liniare a unel curbe InJ = f(UY?) (Fig. 3) pentru JU® 0se
poate determina inaltimea barierii de potential de la interfata metal-semiconductor

(6)
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In tabel sunt indicate unele valori ae lui Fo, calculate pentru mai multe
esantioane detip In—ZnSe—In.

14 T T T T T T T T

Structura In-ZnSe-In
121 d(ZnSe) =0.55mm
1 Tsup= 300K

In[J (mA/cm?)]
=

Fig. 3. DependentalnJ = f(U"?) pentru sistemul de tip sandwich In—ZnSe—1In

Valorile inaltimii barierii de potentialului pentru sistemul In—ZnSe—In

Proba d (mm) InJrs (MA/cm?’) Fo(eV)
SD.055 0.55 6.20 0.679
SD.062 0.62 7.50 0.679
SD.077 0.77 8.75 0.678
SD.084 0.84 9.10 0.678
SD.099 0.95 9.30 0.678

Valorile gasite pentru F concorda bine cu cele gasite pentru cristalele de
ZnSe [1, 2]. Aceasta se poate explica prin faptul ca in cadrul sistemelor sandwich
contactul dintre cristalite poate influenta mai putin mecanismul conductiei
electrice.

Concluzi
1. Au fost confectionate celule de tip sandwich In — ZnSe — In. Ridicarea

caracteristicelor curent — tensiune s-a facut cu ajutorul unui electrometru tip
KEYTHLEY 6517A.
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2. Au fost reprezentate caracteristicele curent-tensiune in coordonate
Schottky InJ = f(U¥?) si s-a determinat inaltimea barierii de potential (Fo) de la
interfata metal-semiconductor. Vaorile gasite pentru Fo concorda bine cu cele
gasite pentru cristalele de ZnSe.
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This research studies the current — tension characterigtic for sandwich In — ZnSe — In
structures. The dimensions defined for the height of potential barrier fully corespond to those
discovered for ZnSe crystals. It might be explained the contact between crystals may less inflence
the mecanism of eectrical conduction.
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